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A taldlmény szerinti eljaras féként Si0, SiOz
és/vagy Tiz0s tartalmu vékonyrétegek, elé-
nydsen Uveghordozon valé tapadasdnak és
mechanikai szilardségdnak megndvelésére,
valamint optikai tulajdonsdgainak trimmelésé-
re alkalmas. A hordozdra felvitt dielektrikum
vékonyrétegeket targetként alkalmazzuk, és
feliletiket a vékonyréteg anyagéra kémiailag
kozombos, célszerlen 7-20 rendszamu elemek
valamelyikének, elsédsorban nitrogénnek, oxi-
génnek és argonnak 11,5103 - 21015 g
energiara felgyorsitott ionjaival, 61012 -
- 310  jon/cm? ddzissal homogén modon,
kdzvetlenil besugérozzuk.
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A taldlmény téargya eljaras dielektrikum vé-
konyrétegek utdkezelésére, amelynek segitsé-
gével megnovelhetd a vékony dielaktromos
rétegek (pl. Si0, Si0O2, Ti203, stb.) tapadasa
a hordozon (pl. Uvegen) és mechanikai szi-
lardsaga, tovabba befolyasolhatok, trimmelhe-
tdk az optikai tulajdonsagai. Ez a modszer
igen elonyosen alkalmazhatd tobbek kozott az
optikai dielektromos rétegek gyartédsaban,
ahol is fontos kévetelmény a rétegek jo ta-
padésa a hordozdn, és mechanikai hatasokkal
szemben tanusitott ellenédlloképessége. Szamos
esetben nagyon hasznos lehet, ha az optikai
tulajdonsagait is tudjuk utdlag, szabéalyozott
médon az igényeknek megfelelden moddositani,

Az optikai vékonyrétegeket altaldban
aveg hordozéra viszik fel vakuumgdzoléssel,
katodporlasztassal vagy egyéb més eljaras-
sal. A rétegek Osszetétele leggyakrabban SiO,
Si0z, illetve Ti203, ezeket gyakran tobb egy-
mést kovetd lépésben, szendvicsszer(l szer-
kezetet kialakitva viszik fel.

Az integralt optikdban ismeretes olyan
eljards (GB 2 079 536 sz. szabadalmi leiras),
amellyel nagy felbontdsu optikai racsot hoz-
nak létre implantdlds segitségével. Az im-
plantélast - egy tobblépcsds technologia koz-
bensd lépéseként - megfeleléen kialakitott
maszkon keresztill végzik, tehdt az ionnyaldb
a besugarzott targy tulajdonsagait inhomo-
gén modon, helyrdl-helyre valtozva modosit-
ja. Az ionnyaldb Altal kivaltott valtozdsok
kozul az anyag torésmutatdjanak csdkkené-
sét, illetve a besugdrzott teruleteken a ké-
miai marédssal szemben megnovekedett érzé-
kenységet hasznaljak ki.

Ismeretes tovéabba, hogy az integralt
optikdban a szilikonlivegek ionsugaras besu-
garzasa igen hatékony lehet a tdrésmutatd
lokalis megvéltoztatésdra (P. D. Townsend, S.
Velette: Ion Implantation /Treatise on Materi-
als Science and Technology, Vol. 18/ ed. J.
K. Hirvonen, New York: Academic). Kiulénbdzd,
az elektro-optikdban alkalmazott anyagok,
példaul litium niobat esetén az ionimplantacid
hatdsosan alkalmazhatd aktiv optikai eszko-
26k kialakitasdra / D. T. Y. Wei, W. W. Lee,
L. R. Bloom, Appl. Phys. Lett.,, 25, 329
(1974)/. Az optikai anyagok ionimplantalasa-
nak egy érdekes alkalmazésa az Un. képtéro-
l4s megvaldsitdsa is /T. J. Magee, M. Leh-
mann, Application of Ion Beams to Materials.
Inst. Phys. Conf. Ser. No 28 ed. G. Carter, J.
S. Colligon and W. A. Grant (Bristol: Institute
of Physics)/; /P. S. Percy, C. E. Land, Nucl
Instrum. Methods, 209/210, 1167 (1983)/. Di-
elektrikum vékonyrétegek utdkezelésére szol-
galo eljadrast azonban eddig még nem fejlesz-
tettek ki.

Célunk a taldlmannyal egy olyan eljéras
létrehozédsa dielektrikum vékonyretegek uto-
kezelésére, amely lehetdvé teszi a hordozéra
felvitt vékonyrétegek mechanikai és optikai
tulajdonsédgainak javitésat.
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A taldlmény alapja az a felismerés, hogy
az ionizalt, nagy energiara felgyorsitott ato-
mok vagy molekuldk a rétegbe behatolva fo-
kozatosan veszitik el energiajukat a réteg
atomjaival valé utkézés kovetkeztében, és -
megfelelden kivélasztott paraméterek esetén -
a hordozo-réteg Atmenetnél fékezddnek le a
leginkdbb. Ezen folyamat kozben a hatarré-
teg mikrostrukturédjat olyan kedvezden befo-
lyésolhatjak, hogy a réteg tapaddsa és me-
chanikai szilardsadga jelentdsen megndhet. A
dielektrikum réteg és a besugérzott részecs-
kék kozdtti kolcsdnhatas kovetkeztében pe-
dig mddosulhatnak az optikai tulajdonsagok.

A taldlmény szerinti eljards sordn - egy
erre a ceélra kialakitott berendezésben - a
hordozéra felvitt' dielektrikum vékonyrétege-
ket targetként alkalmazzuk, és feliletuket a
vékonyréteg anyagéra kémiailag koézombos,
célszerllen 7-20 rendszamu elemek valamelyi-

kének, elsdsorban nitrogénnek, oxigénnek
vagy argonnak 1,5:10-15 - 2:10-1% ' J energia-
ra felgyorsitott ionjaival, 6-1012 - 31014

ion/cm? ddzissal homogén médon, kodzvetlenul
besugarozzuk. Az alkalmazott gyorsitd fe-
szlltséget, a besugarzott dézist, valamint az
jonok fajtéjat a céltdrgy tulajdonségainak fi-
gyelembevételével kisérleti uton Ugy vélaszt-
juk meg, hogy a vékonyrétegek optikai tu-
lajdonsagai a besugarzds kovetkeztében a
célnak megfelelden valtozzanak meg, valamint
mechanikai tulajdonsagai optimalisan 'javulja-
nak.

A besugédrzdsra felhasznélt ionok meg-
valasztasdnal alapvetd szempont, hogy a vé-
konyréteg anyagaval ne lépjenek kémiai re-
akcioba. Ennek 'a koévetelménynek A&ltaldban
j6l megfelelnek a nitrogén és a nemesgézok,
pl. az argon. Mivel a mintdk tébbnyire oxi-
dok, a kristdlyracs alkotdi szdméara az oxigén
sem idegen anyag, ionjai szintén elénydsen
alkalmazhatok. Az implantdléskor bevitt oxi-
gén mennyisége olyan kicsi, hogy a sztdchio-
metriai egyensulyt szdmottevéen nem valtoz-
tatja meg. .

Az ionok megvélasztdsénak mésik szem-
pontja az ionok mérete, mivel tapasztalataink
szerint elsdsorban a beldtt ionok mechanikai
hatdsa érvényesil; az adott ion fajtdja ma-
sodlagos jelentdségl., Ennek a .feltételnek
leginkdbb a peridduscs rendszer 7-20 rend-
szamu elemei felelnek meg.

A leggyakoribb vékonyrétegek esetén
mindkét emlitett feltételnek megfelelnek, és
eldnydsen alkalmazhatdk a nitrogén, az oxi-
gén és az argon ionjai.

Az eljaras illusztrélasara kisérleteket
végeztiink uUveghordozén levd 8SiOz, Ti20s,
valamint Si02, és Ti203 szendvicsszerkezetl
rétegeken. A kivant eredmény eléréséhez
1,510-15 - 2:10-¥% J energidra felgyorsitott
ionokkal, 61012 - 3:104 jon/cm? ddzissal ho-
mogén modon, kodzvetlentl sugéroztuk be a
dielektrikum vékonyréteg feliletet.
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Kulénésen jo eredményt értink el az
alabbi paraméterekkel:

a.) Si02 vékonyréteg besugarzésa 1,7-10-15
J energiaju Ar* ionokkal, 310 jon/cm?
dézissal.

b.) Tiz03 vékonyréteg besugérzdsa 1,9:10-15
J energiaju N* ionokkal, 2,5:1014 jon/-
cm? dozissal

c.) Si02+Ti203 vékonyréteg
1,9-10-15 J  energidju
2,510 jon/cm? dozissal.
A fenti esetekben azt tapasztaltuk, hogy

a rétegek kezdeti, 1000-1500 N/cm? tapadd-
szilairdsdga olyannyira megndtt a besugérzas
hatasdra, hogy azokat a hordozdrdl letépni
nem tudtuk, esetenként még 3000 N/cm? hu-
zényomassal sem. Kozelitd méréseket végez-
tunk a rétegek mikrokeménységére is, amely
szerint a besugérzds hatdsara 20-30%-os ja-
vulast tapasztaltunk.

A 61012 - 3104 jon/cm? hatdrok ko-
zotti dozis az optikai tulajdonsagokat valto-
zatlanul hagyja, mivel magaban a rétegben
az jonnyaldb szémottevd roncsoldst nem okoz,
viszont a tapadést és a keménységet mAr je-
lentésen megnoéveli. Kimértuk azt is, hogy a
besugédrzds hatdsara interferenciaszlirék és
lézertikrdk transzmisszids spektruma meg-
véaltozott, egyes csucsok intenzitdsa valto-
zott, més hullémhosszak felé tolddott el a he-
lye, és bizonyos esetekben a transzmittancis-
ja (mikézben a tdébbi hulldimhosszon lényegé-

besugéarzésa
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ben nem véltozott), ami lehetdvé teszi, hogy
a szlrdk szelektivitdsa névekedjen. Ezek a
valtozasok a besugédrzds paramétereinek meg-
vélasztdsédval bizonyos hatdrokon belil sza-
bélyozhatdk.

Osszefoglalva, taldlmanyunk az optikai
vékonyréteg eldéllitdsi technologia utolsd, ki-
egészitd lépéseként alkalmezva jelentésen ja-
vitja a vékonyrétegek hordozén valé tapada-
sat és technikai tulajdonsédgait, valamint le-
hetévé teszi az optikai tulajdonsagok trimme-
1ését.

SZABADALMI IGENYPONT

Eljéras dielektrikum vékonyrétegek utd—
kezelésére, a foként Si0, SiO2 és/vagy Tiz203
tartalmi vékonyrétegek, eldnybdsen uveghor-
dozdén vald tapadésénak és mechanikai szi-
lardségdnak megndvelésére, valamint optikai
tulajdonsdgainak trimmelésére, azzal jellemez-
ve, hogy a hordozéra felvitt dielektrikum
vékonyrétegeket targetként alkalmazzuk, és
feluletiket a vékonyréteg anyagédra kémiailag
kozombos, célszerGen 7~20 rendszdmu elemek
valamelyikének, elsdsorban nitrogénnek, oxi-
génnek vagy argonnak 1,510°15 - 21015 J
energidra felgyorsitott ionjaival, 6102 -
- 310¢ jon/cm? dézissal homogén modon,
kdzvetlenil besugérozzuk.
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